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１．概要（Summary） 

今回、キャリヤ散乱(イオン化不純物散乱)を抑制可能と

される高誘電体材料の TiO2 に着目し、原子層堆積法

(Atomic Layer Deposition: ALD法)を用いて、SiC基

板上で薄膜としての絶縁性能を考察した。 

TiO2 は柱状の結晶構造を形成しやすく、面直方向の

絶縁性が悪化する。ALD 法にて成膜した場合、低温成

膜であれば結晶構造がアモルファス状となる可能性があ

る［1］。そこで、低温成膜が容易なリモートプラズマによる

ALD法にて TiO2を成膜し、比較のため高誘電体絶縁膜

材料である HfO2も評価したところ、今回の TiO2は HfO2

ほどの絶縁性を確認することはできなかった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置[FlexAL] 

 

【実験方法】 

SiC基板(電極付き)にTiO2をリモートプラズマALD法

にて、HfO2をサーマルALD法にてそれぞれ厚み30 nm

で成膜した。成膜温度は、TiO2は120℃、HfO2は250℃

である。 

成膜後、膜上部にも電極を形成し、Metal/Insulator 

/Metal構造にてTiO2膜およびHfO2膜の面直方向にお

ける電気特性評価を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成膜した TiO2膜、HfO2膜について、抵抗測定を行っ

た。その結果を Fig. 1に示す。Fig. 1からも分かるように

HfO2の抵抗値が 1011Ωに対し、TiO2の抵抗は 102Ω程

度と低い抵抗値を示した。 

これは、TiO2が柱状結晶構造を形成し易い性質がある

ため、結晶粒界でリークが発生した可能性があると考えら

れる。今後更に詳細な調査を進めていく。 

 

Fig. 1. R-V characteristics of TiO2 and HfO2. 

 また、今後成膜条件を変更し、抵抗値、結晶構造への影

響についても検討する予定である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・引用 

［1］Applied Surface Science 315 (2014) 116. 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


